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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
"Оксидні матеріали з високою діелектричною сталою, що містять нанокластери кремнію або германію, для
застосування в мікроелектроніці та фотоніці"

Назва роботи англійською:
"High-k oxides doped with Si or Ge nanoclusters for microelectronic and photonic applications".

Реферат українською:
Об'єкт дослідження - шари оксиду алюмінію, легованого германієм. Мета роботи - встановлення природи
фізичних процесів, які відбуваються при утворенні та термоактивованому розпаді твердих розчинів Ge-
Al2O3, з'ясування механізмів формування напівпровідникових нанокластерів та нанокристалів, а також
визначення методів контролю структурних, оптичних та електричних властивостей матеріалів для
застосування в приладах мікро- і фотоелектроніки. Методи дослідження - оптичні, люмінесцентні,
електричні, рентгенівська дифракція, комбінаційне розсіювання світла. З'ясовано вплив вмісту
надлишкового германію та режимів термічних обробок на процеси розпаду в шарах оксиду алюмінію,
легованого германієм. Встановлено, що невідпалені шари є аморфними та містять фазу аморфного германію.
При цьому положення відповідного максимуму в спектрі комбінаційного розсіяння світла спостерігається
при ~268 см-1 для [Ge]<30 ат%, тоді як для плівок з високим вмістом германію ~274 см-1, що свідчить про
напруженість шарів. Утворення аморфних германієвих кластерів починається при TA=550 C, а їх помітна
кристалізація при температурі TA=600 C, яка перевищує температуру кристалізації шарів чистого германію.
Встановлено, що відпал зразків призводить також до появи фотолюмінесценції в області 550-800 нм для
зразків з [Ge]<70 ат.%. Спектр люмінесценції містить дві компоненти з максимумами при 580-620 та 700-730
нм. Показано, що перша з них обумовлена дефектами оксиду алюмінію, тоді як друга спричиняється
рекомбінацією носіїв в германієвих кристалітах. Проведено порівняльний аналіз характеристик шарів Ge-
Al2O3 та Si-Al2O3. Прогнозні припущення про розвиток об'єкту дослідження - вдосконалення технології
одержання шарів оксидів з високою діелектричною сталою, легованих германієм, які використовуються для
виготовлення різних приладів мікроелектроніки і фотоніки.

Реферат англійською:
Object of research - the layers of alumina, doped with germanium (Ge-Al2O3). Purpose - to establish the nature of
the physical processes that occur during the formation Ge-Al2O3 solid solutions and their thermostimulated
decomposition, to elucidate the mechanisms of formation fo semiconducting nanoclusters and nanocrystals, and
to determine methods of monitoring of the structural, optical and electrical properties of materials for their
micro- and photoelectronic applications. Research methods - optical, photoluminescent, electrical, X-ray
diffraction, Raman scattering. The influence of excess germanium content and modes of thermal treatments on the
processes of decay in layers of aluminum oxide doped with germanium. Found that unannealed layers are
amorphous and amorphous phase containing germanium. The position of the corresponding peak in the spectrum
of Raman scattering is observed at ~268 cm-1 [Ge]<30 at%, whereas films with a high content of germanium 274
cm-1, indicating the intensity of layers. The formation of amorphous germanium cluster begins at TA=550C, and
they marked the crystallization temperature TA=600C, which is higher than the temperature of crystallization
layers of pure germanium. Established that annealing the samples also leads to the appearance of
photoluminescence in the 550-800 nm for samples of [Ge]<70 at.%. The range includes two components
luminescence with maxima at 580-620 and 700-730 nm. It is shown that the first one is due to defective aluminum
oxide, while the second is caused by recombination of carriers in germanium crystallites. A comparative analysis of
the characteristics of the layers of Ge-Al2O3 and Si-Al2O3. Future development of the research object - improving
the technology of the fabrication of high-k oxide layers, doped with germanium, for the production of



microelectronics and photonic devices.
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